
અે#$વ નેટવક) પે+સવ નેટવક)

અાેછામાં અાેછંુ અેક અે)*વ ઘટક (વાે.ેજ/કરંટ 1ાેત) ધરાવે છે મા4 પે6સવ ઘટકાે (R, L, C) ધરાવે છે

સ8ક9 ટમાં ઊ;< અાપી શકે છે સ8ક9 ટમાં ઊ;< અાપી શકતું નથી

6સAલ પાવરને વધારી શકે છે 6સAલ પાવરને વધારી શકતું નથી

V1 V2 V3

V4
A

B C
D

-.ન 1(અ) [3 મા1)]  
અે#$વ અને પે+સવ નેટવક)  નાે તફાવત સમ4વા.ે

જવાબ:

મેમરી ટ9 ીક: "અે)*વ ઊ;< અાપે, પે6સવ ઊ;< લે"

-.ન 1(બ) [4 મા1)]  
:કચા<ફના ેવાે=ેજનાે >નયમ જણાવા ેઅને સમ4વાે.

જવાબ:

8કચાDફનાે વાે.ેજનાે 8નયમ (KVL) કહે છે કે સ8ક9 ટમાં કાેઈપણ બંધ લૂપની અંદર બધા વાે.ેજના ેબીજગNણતીય સરવાળાે શૂP થાય છે.

અાકૃBત:

 

ગNણતશા1 મુજબ: V1 + V2 + V3 + V4 = 0

વાે=ેજ ડ9 ાેપ: Qારે કરંટની 8દશામા ંરે6ઝSર વાટે પસાર થતાં વાે.ેજ નેગે8ટવ છે

વાે=ેજ વધારા:ે Qારે નેગે8ટવથી પાે6ઝ8ટવ તરફ 1ાેત વાટે પસાર થતાં વાે.ેજ પાે6ઝ8ટવ છે

મેમરી ટ9 ીક: "વાે.ેજ લૂપનાે સરવાળાે શૂP"

-.ન 1(ક) [7 મા1)]  
EાFા અાપાે: (1) ચાજ) (2) કરંટ (3) પાેટેHIયલ (4) E.M.F. (5) ઇL$M (6) કેપે+સટM (7) અાવૃNO.

જવાબ:
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શQ EાFા

ચાજ) કૂલT (C)માં માપવામા ંઅાવતાે વીજળીનાે જUથાે

કરંટ અેVWયર (A)માં માપવામા ંઅાવતાે વીજળીના ચાજ<નાે Xવાહ દર

પાેટેHIયલ વાે. (V)માં માપવામાં અાવતું અેકમ ચાજ< દીઠ વીજળીય દબાણ અથવા ઊ;<

E.M.F. ઇલે*[ાેમાે8ટવ ફાેસ< અેટલે અેકમ ચાજ< દીઠ 1ાેત \ારા Xદાન કરેલી ઊ;<, જ ેવાે. (V)માં માપવામા ંઅાવ ેછે

ઇL$M હેનરી (H)માં માપવામાં અાવતાે વીજળીય સ8ક9 ટનાે ગુણ જ ેકરંટમાં ફેરફારનાે ]વરાેધ કરે છે

કેપે+સટM ફેરડ (F)માં માપવામા ંઅાવતી કાેઈ વ_તુની વીજળીય ચાજ< સં`હ કરવાની aમતા

અાવૃNO હટ્<ઝ (Hz)માં માપવામા ંઅાવતી X]ત સેકc પૂણ< થયેલા ચdાેની સંeા

મેમરી ટ9 ીક: "ચાજ<નાે Xવાહ દબાણથી ઊ;< ઇfgુસ કરે કેપે6સ8ટવ hલijુઅેશન"

-.ન 1(ક) OR [7 મા1)]  
અાેહમનાે >નયમ જણાવાે. તેના ઉપયાેગા ેઅને મયા)દા લખાે.

જવાબ:

અાેહમનાે 8નયમ કહે છે કે વાહક \ારા વહેતાે કરંટ પાેટેklયલ તફાવતના સમXમાણમા ંઅને અવરાેધના m_ત Xમાણમાં હાેય છે.

અાકૃBત:

Qા:ં

V = વાે.ેજ (વાે.)

I = કરંટ (અેVWયર)

R = અવરાેધ (અાેહમ)

ઉપયાેગાે:

સ8ક9 ટ 8ડઝાઇન અન ે]વnલેષણ

પાવર વપરાશની ગણતરીઅાે

ઘટક મૂp નqી કરવા

વાે.ેજ 8ડવાઇડર નેટવક<

કરંટ 8ડવાઇડર નેટવક<

મયા)દાઅાે:

મા4 લી8નયર ઘટકાે માટે માP

નાેન-અાેહrમક ઉપકરણાે (ડાયાેડ, ટ[ ાtuSર) માટે લાગુ પડતા ેનથી

ઉv તાપમાને અમાP

V = I × R

Elements of Electrical & Electronics Engineering (1313202) - Winter 2024 Solution by Milav Dabgar

No. 2 / 19



Insulator

Conduction Band

Large Eg

Valence 
Band

Semiconductor

Conduction Band

Small 
Eg

Valence 
Band

Conductor

Conduction Band

Overlapping

Valence 
Band

Wથયરમ YેટમેZ

મે[1મમ પાવર
ટ9 ાMફર Wથયરમ

1ાેતથી લાેડમાં મહwમ પાવર xારે ટ[ ાyફર થાય છે Qારે લાેડ રે6ઝSy 1ાેતના અાંત8રક અવરાેધ જટેલાે
હાેય (RL = RS)

રે+સ-ાે+સટી
Wથયરમ

લી8નયર, બાઇલેટરલ નેટવક< મા,ં ;ે zાfચ 1માં વાે.ેજ 1ાેત E zાfચ 2માં કરંટ I ઉ{| કરે છે, તાે અે જ
વાે.ેજ 1ાેત E zાfચ 2માં મૂકવાથી zાfચ 1માં અે જ કરંટ I ઉ{| થશે

સેrમકc*સ< માટે માP નથી

નાેન-લી8નયર રે6ઝVSવ ઘટકાે માટે લાગુ કરી શકાતું નથી

મેમરી ટ9 ીક: "વાે.ેજ કરંટને અવરાેધ \ારા 8નયં]4ત કરે"

-.ન 2(અ) [3 મા1)]  
વાહક, અવાહક અને અધ)વાહક નાે અેન\)  બેL ની અાકૃBત દાેરી સમ4વાે.

જવાબ:

અાકૃBત:

 

વાહક: વેલેy અને કc}ન બેc અાેવરલેપ થાય છે, જ ેઇલે*[ાેનને મુ~ રીતે ફરવાની મંજૂરી અાપ ેછે

અધ)વાહક: બેc વvે નાની ઊ;< ગેપ (0.7-3 eV) મયા<8દત કc}નને મંજૂરી અાપે છે

અવાહક: માેટી ઊ;< ગેપ (>3 eV) ઇલે*[ાેનને કc}ન બેcમાં જતા ંઅટકાવ ેછે

મેમરી ટ9 ીક: "વાહક અાેવરલેપ, અધ<વાહક નાનાે ગેપ કૂદે, અવાહક �લાેક કરે"

-.ન 2(બ) [4 મા1)]  
Maximum power transfer theorem અને reciprocity theorem નું YેટમેZ લખાે.

જવાબ:
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Add Pentavalent Impurity
(P, As, Sb)

Silicon/Germanium N-type 
Semiconductor

Extra Electron in Crystal

Majority Carriers: Electrons

Minority Carriers: 
Holes

શQ EાFા

વેલેM બેL ઊ;< બેc જમેાં વેલેy ઇલે*[ાેન હાેય છે જ ેઘન પદાથ<માં ચાેqસ અણુઅાે સાથે બંધાયેલા હાેય છે

કંડ^ન બેL ઉv ઊ;< બેc Qાં ઇલે*[ાેન સમ` પદાથ<માં મુ~પણે હરીફરી શકે છે, જ ેવીજળીય કંડ}ન સaમ બનાવ ેછે

ફાે_બ̀ડન ગેપ વેલેy અને કંડ}ન બેc વvેનાે ઊ;< Xદેશ Qાં કાેઈ ઇલે*[ાેન Sેટ હાેતા નથી

મેમરી ટ9 ીક: "અવરાેધ મેળવાે મહwમ પાવર માટે; 1ાેત બદલાે, કરંટ અેક સરખા ેરહે"

-.ન 2(ક) [7 મા1)]  
N-type મટીરીઅલ ની રચના અને તેનું કંડ^ન સમ4વાે.

જવાબ:

અાકૃBત:

 

રચના -:aયા: 

શુ� 6સ�લકાેન/જમD8નયમમાં પે�ાવેલે� અશુ�� અણુઅા ે(P, As, Sb) ઉમેરવામાં અાવે છે

અશુ�� અણુઅાેમાં 5 વેલેy ઇલે*[ાેન હાેય છે (6સ�લકાેનમાં 4 હાેય છે)

ચાર ઇલે*[ાેન કાેવેલે� બાેc બનાવે છે, પાંચમાે �ી ઇલે*[ાેન બને છે

વધારાના નેગે8ટવ ચાજ< કે8રયસ< બનાવે છે

કંડ^ન મેકે>નઝમ:

મે;ે8રટી કે8રયસ<: ઇલે*[ાેન

માઇનાે8રટી કે8રયસ<: હાે�

ઇલે*[ાેનની ગ]ત વીજળીય કંડ}ન Xદાન કરે છે

�મ ટેWરેચર પર પણ, �ી ઇલે*[ાેન કરંટ Xવાહને સaમ બનાવે છે

મેમરી ટ9 ીક: "પે�ાવેલે� અેક વધારાનાે ઇલે*[ાેન અાપે"

-.ન 2(અ) OR [3 મા1)]  
વેલેM બેL, કંડ^ન બેL અને ફાે_બ̀ડન ગેપ ની EાFા અાપાે.

જવાબ:

મેમરી ટ9 ીક: "વેલેy બાંધે, કંડ}ન વહાવે, ફાે�બ9 ડન રાેકે"

-.ન 2(બ) OR [4 મા1)]  
અે#$વ પાવર, :રઅે#$વ પાવર અને પાવર ફે$ર ની EાFા અાપાે અન ેપાવર Bcકાેણ દાેરા.ે
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Pentavalent

5 Valence 
Electrons

Examples: P, As, Sb

Tetravalent

4 Valence 
Electrons

Examples: Si, Ge, 
C

Trivalent

3 Valence 
Electrons

Examples: B, Al, 
Ga

તdનાે -કાર રચના ઉદાહરણાે સેBમકL$ર ઉપયાેગ

ટ9 ાઇવેલેZ સાૈથી બહારના શેલમાં 3 ઇલે*[ાેન B, Al, Ga, In P-ટાઇપ ડાેપ�

ટેટ9 ાવેલેZ સાૈથી બહારના શેલમાં 4 ઇલે*[ાેન Si, Ge, C સેrમકc*ર બેઝ

પેZાવેલેZ સાૈથી બહારના શેલમાં 5 ઇલે*[ાેન P, As, Sb N-ટાઇપ ડાેપ�

જવાબ:

અાકૃBત:

અે#$વ પાવર (P): વા_ત]વક વપરાયેલાે પાવર, વાેટ (W)માં માપવામાં અાવે છે, P = VI cosθ

:રઅે#$વ પાવર (Q): 1ાેત અને લાેડ વvે અાગળ-પાછળ થતાે પાવર, વાે.-અેVWયર 8રઅે)*વ (VAR)માં માપવામા ંઅાવ ેછે, Q = 
VI sinθ

પાવર ફે$ર: અે)*વ પાવરના ેઅેપેર� પાવર સાથેનાે ગુણાેwર, PF = cosθ = P/S

મેમરી ટ9 ીક: "વા_ત]વક પાવર કામ કરે, 8રઅે)*વ પાવર રાહ જુઅે"

-.ન 2(ક) OR [7 મા1)]  
ટ9 ાઇવેલેZ, ટેટ9 ાવેલેZ અને પેZાવેલેZ તdાેના અણુની રચના સમ4વાે.

જવાબ:

અાકૃBત:

 

    |    
    |   S (Apparent Power)
    |  /|
    | / |
    |/__|
    P   Q

P = Active Power
Q = Reactive Power
S = Apparent Power
cosθ = Power Factor
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મેમરી ટ9 ીક: "4ણ �ીકારે, ચાર બનાવે, પાંચ અાપે"

-.ન 3(અ) [3 મા1)]  
ફાેટાે:ડઅાેડનું -તીક દાેરાે અને તેના ેઉપયાેગ જણાવા.ે

જવાબ:

અાકૃBત:

ફાેટાે:ડઅાેડના ઉપયાેગા:ે

લાઇટ સેyર અન ે8ડટે*સ<

અાે��કલ ક�ુ8નકેશન 6સS�

સાેલર સે� અને ફાેટાેવાે.ેઇક અે��કેશy

કેમેરા અે�પાેઝર કંટ[ ાે�

મે8ડકલ ઉપકરણાે (પ� અાે��મીટર)

મેમરી ટ9 ીક: "Xકાશ કરંટને ઉwે�જત કરે"

-.ન 3(બ) [4 મા1)]  
LED પર ટંૂકી નાfધ લખાે.

જવાબ:

અાકૃBત:

રચના: ફાેરવડ<  બાયસ થયેલ હાેય xારે Xકાશ ઉ��જ9ત કરતાે P-N જં}ન ડાયાેડ

કાય) +સgાંત: ઇલે*[ાેન-હાેલ રીકાે�Tનેશન ફાેટાેyના �પમાં ઊ;< છાેડે છે

-કારાે: સેrમકc*ર મટી8રયલ (GaAs, GaP, GaN) પર અાધા8રત ]વ]વધ રંગાે

    |\ 
    | \  
    |  \   
-->|| \--->
    |  /     
    | /   
    |/  

    |\ 
    | \  
    |  \   
<---|| \--->
    |  /     
    | /   
    |/  
    ▼ ▼
   Light
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ફાયદાઅાે: અાેછાે પાવર વપરાશ, લાંબી લાઇફ, નાનું કદ, ઝડપી ���ચ� ગ

ઉપયાેગાે: 8ડ_�ે, ઇ�cકેટસ<, લાઇ8ટ�ગ, 8રમાેટ કંટ[ ાેલ, અાે��કલ ક�ુ8નકેશન

મેમરી ટ9 ીક: "ઇલે*[ાેન કૂદે, ફાેટાેન નીકળે"

-.ન 3(ક) [7 મા1)]  
PN જં^ન ડાયાેડની VI લાhiણકતા દાેરીને સમ4વાે.

જવાબ:

અાકૃBત:

P-N જં^ન ડાયાેડની V-I લાhiણકતાઅા:ે

ફાેરવડ)  બાયસ રીજન:

ડાયાેડ xારે કંડ* કરે છે Qારે વાે.ેજ ની/કટ-ઇન વાે.ેજને (Ge માટે 0.3V, Si માટે 0.7V) અાેળંગે

વાે.ેજની સાથે કરંટ અે�પાેનેklયલી વધે છે

અાેછી રે6ઝSy Sેટ

:રવસ) બાયસ રીજન:

ખૂબ જ નાનાે લીકેજ કરંટ વહે છે

8રવસ< વાે.ેજ વધવા છતાં કરંટ લગભગ t�ર રહે છે

ઉv રે6ઝSy Sેટ

ઉv 8રવસ< વાે.ેજ પર zેકડાઉન થાય છે

મુF _બj દુઅા:ે

નાેન-લી8નયર ઉપકરણ

અેક 8દશામાં કરંટ Xવાહ

    Current
    ^
    |           /
    |          /
    |         /
    |        /
    |       /
    |      /
    |_____/_________> Voltage
    |    /|
    |   / |
    |  /  |
    | /   |
    |/    |
    |     |
    
    Forward bias  | Reverse bias
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P-
type

Depletion
Region

N-
type

Unsupported markdown: list Unsupported markdown: list

તાપમાન પર અાધા8રત

મેમરી ટ9 ીક: "ફાેરવડ<  સરળતાથી વહે, 8રવસ< �ઢતાથી અટકાવે"

-.ન 3(અ) OR [3 મા1)]  
PN જં^ન ડાયાેડના ઉપયાેગાેની યાદી બનાવા.ે

જવાબ:

PN જં^ન ડાયાેડના ઉપયાેગાે:

પાવર સ�ાયમાં રે)*8ફકેશન

6સAલ 8ડમાેgુલેશન

8ડ�જટલ સ8ક9 ટમાં લાે�જક ગેટ્સ

વાે.ેજ રે�યુલેશન (ઝેનર ડાયાેડ સાથે)

6સAલ ��rપ� ગ અને �ેVW� ગ સ8ક9 ટ્સ

8રવસ< પાેલા8રટી સામે Xાેટે}ન સ8ક9 ટ્સ

મેમરી ટ9 ીક: "રે)*ફાય, 8ડટે*, ��પ, Xાેટે*"

-.ન 3(બ) OR [4 મા1)]  
અનબાયસ PN જં^ન ડાયાેડ ના ડીપલીશન રી\યન ની રચના સમ4વાે.

જવાબ:

અાકૃBત:

 

રચના -:aયા:

N-સાઇડના ઇલે*[ાેન P-સાઇડમાં 8ડ�ુઝ થાય છે

P-સાઇડના હાે� N-સાઇડમાં 8ડ�ુઝ થાય છે

જં}ન પર રીકાે�Tનેશન થાય છે

ઇમાેબાઇલ અાયન બાકી રહે છે (N-સાઇડમાં પાે6ઝ8ટવ, P-સાઇડમાં નેગે8ટવ)

ઇલે)*[ક ફી  ]વકસે છે, જ ેવધુ 8ડ�ુઝનનાે ]વરાેધ કરે છે

સમતુલન �ાrપત થાય છે, જ ે8ડ�ેશન રી�જયન બનાવે છે

લાhiણકતાઅાે: 
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P-
type

Junction N-
type

Anode Cathode

ચાજ< કે8રયસ<થી મુ~

અવાહક/અવરાેધક તરીકે કાય< કરે છે

�બ.-ઇન પાેટેklયલ બનાવે છે

મેમરી ટ9 ીક: "8ડ�ુઝન બે8રયર ફી  બનાવે"

-.ન 3(ક) OR [7 મા1)]  
PN જં^ન ડાયાેડનું બાંધકામ, કાય) અને અેklકેશન સમ4વાે.

જવાબ:

અાકૃBત:

 

બાંધકામ:

P-ટાઇપ સેrમકc*રન ેN-ટાઇપ સેrમકc*ર સાથે ;ેડવામાં અાવે છે

6સ�લકાેન અથવા જમD8નયમના 6સ� ગલ 8dSલમાંથી બનાવવામાં અાવે છે

P અને N રીજન સાથે મેટલ કાે�ે*્સ ;ેડાયેલા હાેય છે

કાય):

ફાેરવડ)  બાયસ: 

P પર પાે6ઝ8ટવ, N પર નેગે8ટવ

8ડ�ેશન રી�જયન સાંકડાે થાય છે

વાે.ેજ બે8રયર પાેટેklયલને અાેળંગ ેxારે કરંટ વહે છે

:રવસ) બાયસ:

N પર પાે6ઝ8ટવ, P પર નેગે8ટવ

8ડ�ેશન રી�જયન પહાેળાે થાય છે

મા4 નાનાે લીકેજ કરંટ વહે છે

અેklકેશન:

પાવર રે)*8ફકેશન

6સAલ 8ડટે}ન

વાે.ેજ રે�યુલેશન

���ચ� ગ અે��કેશન

Xાેટે}ન સ8ક9 ટ્સ

લાે�જક ગેટ્સ

મેમરી ટ9 ીક: "P-N ;ેડાે, કરંટ 8દશા 8નયં]4ત કરાે"

-.ન 4(અ) [3 મા1)]
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શQ EાFા

રીપપલ અાવૃNO રે)*ફાયડ DC અાઉટપુટમા ંબાકી રહેલ AC ઘટકની અાવૃ¢w (ફુલ-વેવ માટે 2× ઇનપુટ અાવૃ¢w, હાફ-વેવ માટે
1×)

રીપપલ ફે$ર રે)*ફાયર અાઉટપુટમા ંDC ઘટક સાથે AC ઘટકના RMS મૂpનાે ગુણાેwર (γ = Vac(rms)/Vdc)

PIV of a
diode

પીક ઇfવસ< વાે.ેજ અે મહwમ 8રવસ< વાે.ેજ છે જ ેડાયાેડ zેકડાઉન ]વના સહન કરી શકે છે

પેરામીટર સેZર-ટેm ફુલ વેવ _nજ રે#$ફાયર

ડાયાેડની સંFા 2 4

ટ9 ાMફાેમ)ર સે�ર-ટે£ જ�રી સામાP ટ[ ાyફાેમ<ર

PIV 2Vm Vm

કાય)hમતા 81.2% 81.2%

રીપપલ ફે$ર 0.48 0.48

અાઉટપુટ Vm/π 2Vm/π

ખચ) ઊચંાે ટ[ ાyફાેમ<ર ખચ< ઊચંાે ડાયાેડ ખચ<

-.ન 4(અ) [3 મા1)]  
EાFા અાપાે (1) રીપપલ અાવૃNO (2) રીપપલ ફે$ર (3) ડાયાેડ નાે PIV.

જવાબ:

મેમરી ટ9 ીક: "અાવૃ¢w hલijુઅેટ કરે, ફે*ર માપે, PIV સુરaા અાપે"

-.ન 4(બ) [4 મા1)]  
બે ડાયાેડ ફુલ વેવ રે#$ફાયર અને _nજ રે#$ફાયર નાે તફાવત અાપા.ે

જવાબ:

મેમરી ટ9 ીક: "બે ડાયાેડ સે�ર ટેપ, ચાર �zજ બનાવે"

-.ન 4(ક) [7 મા1)]  
ઝેનર ડાયાેડન ેવાે=ેજ રેoયુલેટર તરીકે સમ4વા.ે

જવાબ:

અાકૃBત:
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કાય) +સgાંત:

ઝેનર ડાયાેડ 8રવસ< zેકડાઉન રી¤યનમાં કાય< કરે છે

તેના ટrમ9 ન� પર t�ર વાે.ેજ ;ળવે છે

વાે.ેજ રેફરy તરીકે કાય< કરે છે

સ:ક̀ટ અાેપરેશન:

સીરીઝ રે6ઝSર Rs કરંટન ેમયા<8દત કરે છે

Qારે ઇનપુટ zેકડાઉન વાે.ેજથી વધ ેછે xારે ઝેનર કંડ* કરે છે

વધારાનાે કરંટ ઝેનર ડાયાેડ મારફતે વહે છે

અાઉટપુટ વાે.ેજ ઝેનર વાે.ેજ પર t�ર રહે છે

ફાયદાઅાે:

સરળ સ8ક9 ટ

અાેછી 8ક� મત

નાના લાેડ ફેરફારા ેમાટે સારંુ રે�યુલેશન

મયા)દાઅાે:

ઝેનર અને સીરીઝ રે6ઝSરમાં પાવર 8ડ6સપેશન

મયા<8દત કરંટ aમતા

તાપમાન પર અાધા8રતતા

મેમરી ટ9 ીક: "ઝેનર zેકડાઉન થઈ વાે.ેજ t�ર રાખે"

-.ન 4(અ) OR [3 મા1)]  
રે#$ફાયર શું છે? ફુલ વેવ રે#$ફાયરને વેવફાેq) સાથે સમ4વાે.

જવાબ:

રે#$ફાયર: અેક સ8ક9 ટ જ ેAC વાે.ેજને પ�ે8ટ�ગ DC વાે.ેજમા ં�પાંત8રત કરે છે.

અાકૃBત:

        Rs            
    +---www-----+
    |           |
Vin |           | Zener    RL    Vout
    |           Z Diode     R     
    |           |           R     
    +-----------+-----------+

    +-------+
    |       |
A --+       +-- C
    | XFRMR |         D1

Elements of Electrical & Electronics Engineering (1313202) - Winter 2024 Solution by Milav Dabgar

No. 11 / 19



વેવફાેq):

મેમરી ટ9 ીક: "બંને હાફ-સાયકલ પાે6ઝ8ટવ બને"

-.ન 4(બ) OR [4 મા1)]  
રે#$ફાયરમાં :ફ=ર શા માટે જrરી છે? :ફ=રના BવBવધ -કારાે જણાવા ેઅને કાેઈપણ અેક -કારનું :ફ=ર સમ4વાે.

જવાબ:

:ફ=રની જr:રયાત:

રે)*ફાયર અાઉટપુટમા ંAC 8રપપલ ઘટક હાેય છે

ઇલે*[ાે8નક સ8ક9 ટ્સ માટે શુ� DC જ�રી છે

8ફ.સ< AC ઘટકાેને દૂર કરીને પ�ે8ટ�ગ DCને ¥ૂધ કરે છે

:ફ=રના -કારા:ે

કેપે6સટર 8ફ.ર (C-8ફ.ર)

ઇc*ર 8ફ.ર (L-8ફ.ર)

LC 8ફ.ર

π (પાઇ) 8ફ.ર

    |       |--+------|>|----+--+
    |       |  |             |  |
    |       |  |             |  |  RL   Output
    |       |  |             |  |  
B --+       +--+             |  |
    |       |  |             |  |
    |       |  |             |  |
    |       |--+------|<|----+--+
    |       |         D2
    +-------+

Input:    ^
          |   /\    /\    /\
          |  /  \  /  \  /  \
          | /    \/    \/    \
          +--------------------
          |
          |\    /\    /\    /
          | \  /  \  /  \  / 
          |  \/    \/    \/

Output:   ^
          |   /\    /\    /\
          |  /  \  /  \  /  \
          | /    \/    \/    \
          +--------------------
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AC 
Input

Rectifier Capacitor 
Filter

DC Output

CLC 8ફ.ર

કેપે+સટર :ફ=ર:

 

કાય):

કેપે6સટર વાે.ેજ વધારા દરrમયાન ચાજ< થાય છે

વાે.ેજ ઘટાડા દરrમયાન ધીમે ધીમે 8ડ¦ાજ< થાય છે

ઇનપુટ ઘટે xારે કરંટ Xદાન કરે છે

8રપપલ વાે.ેજ ઘટાડે છે

ફાયદાઅાે:

સરળ અને સ_તું

હળવા લાેડ માટે અસરકારક

8રપપલ ના§ધપા4 રીતે ઘટાડે છે

મેમરી ટ9 ીક: "કેપે6સટર પી� પકડે, ધીમેથી છાેડે"

-.ન 4(ક) OR [7 મા1)]  
રે#$ફાયરની જr:રયાત લખાે. સ:ક̀ટ ડાયાtામ વડે _nજ રે#$ફાયર સમ4વાે અને તેના ઇનપુટ અન ેઅાઉટપુટ વેવફાેq) દાેરા.ે

જવાબ:

રે#$ફાયરની જr:રયાત:

ઇલે*[ાે8નક ઉપકરણાે માટે AC થી DC માં �પાંતર કરવા

માેટાભાગના ઇલે*[ાે8નક સ8ક9 ટ્સને DC પાવરની જ�ર પડે છે

બેટરી DC Xદાન કરે છે પરંતુ AC ]વત8રત થાય છે

પાવર સ�ાયનાે �બN � ગ �લાેક

ચા�જ̈ગ 6સS� માટે અાવnયક

_nજ રે#$ફાયર સ:ક̀ટ:
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ઇનપુટ વેવફાેમ):

અાઉટપુટ વેવફાેમ):

કાય):

પાે6ઝ8ટવ હાફ સાયકલ દરrમયાન: D1 અને D4 કંડ* કરે છે

નેગે8ટવ હાફ સાયકલ દરrમયાન: D2 અને D3 કંડ* કરે છે

લાેડને બંને સાયકલમાં અેક જ 8દશામા ંકરંટ મળે છે

ઇનપુટ વેવફાેમ<ના બંને અધ<-ચdનાે ઉપયાેગ કરે છે

મેમરી ટ9 ીક: "ચાર ડાયાેડ બધા કરંટન ેઅેક 8દશામાં વાળે"

-.ન 5(અ) [3 મા1)]  
ઇલે$9ાે>નક કચરાના કારણાે સમ4વા.ે

          D1        D3
    +-----|>|--------+
    |                |
A --+                +-- DC+
    |                |
    |                |    RL
    |                |
B --+                +-- DC-
    |                |
    +-----|<|--------+
          D2        D4

    ^
    |    /\      /\
    |   /  \    /  \
    |  /    \  /    \
    | /      \/      \
    +-------------------
    |       /\      /\
    |      /  \    /  \
    |     /    \  /    \
    |\   /      \/      
    | \ /
    |  V

    ^
    |    /\      /\
    |   /  \    /  \
    |  /    \  /    \
    | /      \/      \
    +-------------------
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પેરામીટર PNP ટ9 ાuvYર NPN ટ9 ાuvYર

+સwાેલ    

મે4ે:રટી કે:રયસ) હાે� ઇલે*[ાેy

કરંટ -વાહ અેrમટરથી કલે*ર કલે*રથી અેrમટર

બાય+સj ગ અેrમટર બેઝ કરતાં વધુ પાે6ઝ8ટવ બેઝ અેrમટર કરતાં વધુ પાે6ઝ8ટવ

xyzચj ગ {ીડ ધીમી ઝડપી

અેklકેશM લાે 8�©yી, હાઇ કરંટ હાઇ 8�©yી, ���ચ� ગ

જવાબ:

ઇલે$9ાે>નક કચરાના કારણાે:

ઝડપી ટેકનાેલાે¤કલ અªતનીકરણ

ઉ{ાદનાેની અાયાે�જત કાલ`_તતા

ઉ{ાદનાેનું ઘટતું ¤વનકાળ

નવા ઉપકરણાેને પસંદ કરતી `ાહક વત<ણૂક

ઇલે*[ાે8ન� માટે મયા<8દત 8રપેર ]વક«ાે

8ર�ેસમે�ની તુલનામાં ઊચંા 8રપેર ખચ<

મેમરી ટ9 ીક: "ટે¬ાેલાે¤ અાગળ વધે, ઉ{ાદન જી બગડે"

-.ન 5(બ) [4 મા1)]  
PNP અને NPN ટ9 ાuvYરની સરખામણી કરા.ે

જવાબ:

અાકૃBત:

મેમરી ટ9 ીક: "નેગે8ટવ-પાે6ઝ8ટવ-નેગે8ટવ ]વરુ� પાે6ઝ8ટવ-નેગે8ટવ-પાે6ઝ8ટવ"

-.ન 5(ક) [7 મા1)]  
-તીક દાેરાે, MOSFET નું બાંધકામ અને કાય) સમ4વાે.

    NPN:         PNP:
    
    C            C
    |            |
    |            |
    B---->       <----B
    |            |
    |            |
    E            E
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Metal 
Gate

Silicon Dioxide Insulator

N-type 
Channel

P-type 
Substrate

Source Drain

જવાબ:

+સwાેલ:

બાંધકામ:

 

કાય) +સgાંત:

અે|ાMમેZ માેડ N-ચેનલ MOSFET:

ગેટ વાે.ેજ ]વના કાેઈ ચેનલ અિ_ત¯માં નથી

પાે6ઝ8ટવ ગેટ વાે.ેજ સબS[ેટમાંથી ઇલે*[ાેyને અાકષD છે

ઉ{| થયેલી ચેનલ ડ[ે નથી સાેસ< સુધી કરંટ Xવાહને મંજૂરી અાપ ેછે

ગેટ વાે.ેજ વધારવાથી કc)*]વટી વધે છે

મુF Bવશેષતાઅાે:

વાે.ેજ-8નયં]4ત ઉપકરણ (ઉv ઇનપુટ ઇWેડy)

ગેટ કરંટની જ�ર નથી (BJT થી અલગ)

BJT કરતા ંઝડપી ���ચ� ગ

અાેછુ પાવર 8ડ6સપેશન

અેklકેશM:

8ડ�જટલ લાે�જક સ8ક9 ટ્સ

���ચ� ગ અે��કેશy

અેિ°�ફાયસ<

પાવર ક�[ાેલ 8ડવાઇસીસ

મેમરી ટ9 ીક: "ગેટ વાે.ેજ ઇલે*[ાેન ચેનલ બનાવે"

-.ન 5(અ) OR [3 મા1)]  

         D (Drain)
         |
         |
G (Gate) |
----||---+
         |
         |
         S (Source)
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પgBત વણ)ન

ઘટાડાે (Reduce) લાંબા સમય સુધી ચાલે તેવા ઇલે*[ાે8ન�નું 8ડઝાઇન, અપ`ેડ માટે માેgુલર 8ડઝાઇન

પુન:ઉપયાેગ (Reuse) કાય<રત ઉપકરણાેનું દાન અથવા વેચાણ, ઘટકાેનાે પુન:ઉપયાેગ

:રસાયકલ (Recycle) યાે�ય ]વઘટન અને સામ`ી પુનઃXા²³ (8ક� મતી ધાતુઅાે, �ાVSક)

>નયમન (Regulation) ઇ-વેS મેનેજમે� ની]તઅા,ે ]વ_તા8રત ઉ{ાદક જવાબદારી

:રકવરી (Recovery) ]વ6શ´ X8dયાઅાે \ારા મૂpવાન સામ`ીનું 8નµષ<ણ

ઈલે$9ાે>નક કચરાન ેહેLલ કરવાની પgBતઅા ેસમ4વાે.

જવાબ:

ઈલે$9ાે>નક કચરાન ેહેLલ કરવાની પgBતઅા:ે

મેમરી ટ9 ીક: "ઘટાડાે, પુન:ઉપયાેગ, 8રસાયકલ, 8નયમન, પુનઃXા²³"

-.ન 5(બ) OR [4 મા1)]  
αdc અને βdc વ�ેનાે સંબંધ મેળવા.ે

જવાબ:

અાકૃBત:

ટ9 ાuvYર કરંટ સંબંધા:ે

IE = IC + IB (Xવેશ કરતા ેકરંટ નીકળતા કરંટ બરાબર)

αdc = IC/IE (કાેમન બેઝ કરંટ ગેઇન)

βdc = IC/IB (કાેમન અેrમટર કરંટ ગેઇન)

ડે:રવેશન:

IE = IC + IB માંથી

બંને બાજુઅાેને IC થી ભાગાે: IE/IC = 1 + IB/IC

               IC
              ↑
              |  
              |
    IB →      |      →  
        B ----+---- C
              |
              |
              |
              E
              ↓
              IE
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αdc βdc

0.9 9

0.95 19

0.99 99

તેથી: 1/αdc = 1 + 1/βdc

βdc માટે હલ કરતાં: βdc = αdc/(1-αdc)

અને αdc માટે: αdc = βdc/(1+βdc)

મૂ�ાેની ટેબલ:

મેમરી ટ9 ીક: "અા¶ા-બીટા સંબં�ધત છે αdc = βdc/(1+βdc)"

-.ન 5(ક) OR [7 મા1)]  
તેના ઇનપુટ અને અાઉટપુટ લાhiણકતાઅા ેસાથે CC ની રચના સમ4વાે.

જવાબ:

કાેમન કલે$ર સ:ક̀ટ (અેBમટર ફાેલાેઅર):

ઇનપુટ લાhiણકતાઅા:ે (IB vs VBE)

              +VCC
               |
               R
               |
               C
    +----+     |
    |    |     |
    Vin  |     +---+ Output
    |    |     |
    +----+-----+
         |     |
         B     E
         |     |
         +-----+
               |
               RE
               |
              GND

    IB ^
       |           /
       |          /
       |         /
       |        /
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અાઉટપુટ લાhiણકતાઅા:ે (IE vs VCE)

મુF Bવશેષતાઅાે:

વાે.ેજ ગેઇન ≈ 1 (થાેડાે અાેછાે)

ઉv કરંટ ગેઇન (β+1)

ઉv ઇનપુટ ઇWેડy

નીચુ ંઅાઉટપુટ ઇWેડy

ઇનપુટ અને અાઉટપુટ વvે કાેઈ ફેઝ ઇfવઝ<ન નહ·

બફર/ઇWેડy મે�ચ� ગ સ8ક9 ટ તરીકે ઉપયાેગ

મેમરી ટ9 ીક: "અેrમટર બેઝ વાે.ેજને અનુસરે છે"

       |       /
       |      /
       |     /
       |    /
       |   /
       |  /
       | /
       |/
       +--------------> VBE

    IE ^
       |    ---------------
       |   /
       |  /
       | /
       |/
       +--------------> VCE
       
       IB3 > IB2 > IB1 > 0
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